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ABSTRAK

Proses ikatan wayar adalah teknik penyambungan yang digunakan dalam
semikonduktor untuk mencipta sambungan elektrik antara komponen-komponen kecil.
Dua jenis metodologi ikatan wayar yang dikenali dalam industri semasa adalah ikatan
bola dan ikatan baji. Terdapat tiga kaedah berbeza ikatan wayar untuk mencipta
sambungan yang kuat antara wayar dan permukaan penyambung yang dikenali sebagai
termasonik, termomampatan, dan ultrasonik. Wayar yang sering digunakan sebagai
medium penyambung utama adalah emas atau kuprum dalam trend industri semasa.
Kajian ini memfokuskan kepada prestasi penyambungan wayar emas (Au) bagi
sambungan antara 4 lapisan dai bertindan dan satu lagi dai bertindan dengan struktur
dai tergantung. Kajian ini memfokuskan pada wayar perak yang disaluti dengan emas
(ACA) untuk menghasilkan ikatan wayar yang lain dan hasil kekuatan pengikatan
diselidiki dalam kajian ini. Didapati bahawa parameter yang digunakan semasa
pengikatan wayar ACA dengan parameter sedia ada untuk pengikatan wayar Au. Kajian
juga mendapati bahawa parameter yang diprogramkan dalam sampel F adalah yang
terbaik bagi pengikatan wayar ACA dengan parameter pengikatan yang lebih
tinggi.Selain itu, kajian ini bertujuan untuk mengkaji ketulenan emas 2N, 3N dan 4N
dengan diameter wayar 0.7 mil terhadap kekuatan ikatan wayar pada pad aluminium
dan wayar emas. Didapati bahawa pengikatan wayar menggunakan wayar 4N memberi
hasil yang berbeza dengan pengikatan wayar 2N, selari dengan sifat fizikal dan
mekanikalnya. Dengan menggunakan parameter pengikatan yang sama, diperoleh
bahawa wayar 2N yang telah diikat adalah lebih sukar untuk dibentuk, memberikan
ketebalan bola yang lebih tinggi dan saiz bola yang lebih kecil berbanding hasil
pengikatan wayar 4N. Pembentukan sebatian antara logam (IMC) bagi wayar Au 4N
adalah lebih tinggi berbanding 2N, menunjukkan ketulenan wayar yang lebih tinggi
membawa kepada pembentukan sebatian antara logam yang lebih mudah. Dengan
perkembangan reka bentuk seni bina semasa yang membolehkan konfigurasi dai
bertindan dalam pakej terkini. Konfigurasi bertindan mencipta struktur unik yang mana
tiada struktur sokongan di bawah dai ikatan wayar. Ini lebih merumitkan proses ikatan
wayar dan kualitinya semasa proses ikatan wayar. Kajian ini merangkumi daya ikatan
berbeza 6, 16, dan 26 g dan jarak gantungan berbeza 150, 250 dan 350 pm untuk menilai
prestasi kualiti ikatan wayar. Semasa penilaian daya 26 g dengan 350 pm, didapati
keretakan dai berlaku semasa ikatan wayar. Kualiti ikatan wayar ditentukan oleh
beberapa kaedah ujian saiz bola, ketebalan bola, ujian ricih, ujian tarik wayar dan
pemerhatian terhadap liputan IMC.Kekuatan ikatan wayar adalah lebih baik dengan
ketulenan Au yang lebih rendah dan wayar ACA mampu mencapai kualiti ikatan wayar
Au yang setanding dengan beberapa pengoptimuman parameter. Juga diperhatikan
bahawa kualiti ikatan wayar pada reka bentuk seni bina dai tergantung dipengaruhi oleh
pesongan yang berlaku semasa ikatan wayar. Semakin tinggi daya (26 g) yang
digunakan semasa ikatan wayar pada struktur tergantung (150-350 pm), semakin
rendah kualiti ikatan wayar. Begitu juga, semakin panjang jarak dai tergantung (350
um), semakin rendah kualiti ikatan wayar. Selain itu, didapati bahawa amplitud
pesongan yang lebih tinggi pada lokasi ikatan wayar tertentu, semakin rendah kualiti
ikatan wayar pada lokasi ikatan wayar tersebut.



PHYSICAL AND MECHANICAL PROPERTIES OF GOLD WIRE BONDING
FOR STACKED DIE CONNECTION PERFORMANCE

ABSTRACT

Wire bonding process is an interconnect technique used in semiconductor to create
electrical connections between tiny components. Two type of wire bonding
methodology known in current industry is ball bonding and wedge bonding. There are
three different methods of wire bonding for creating a strong interconnection between
the wire and the bonding surface known as thermosonic, thermocompression, and
ultrasonic. Wire used as the medium of interconnect mainly is gold or copper in current
industry trend. This study focuses on the performance of gold (Au) wire bonding for 4
stacked die interconnection and another one stacked die with overhang structure. This
work aimed silver wire was coated with gold (ACA) to establish another medium of
wire bonding and the result of bonding strength was studied in this report. It is found
that the wire bonding parameter used for ACA wire is not compatible with the current
Au wire bonding parameter. The study found that the parameter that was programmed
in sample F with higher bonding parameter is the best parameter for ACA wire bonding.
In addition, the purity of gold of 2N,3N and 4N with wire diameter of 0.7mil towards
the strength of wire bonding on aluminium bond pad and Au wire were also investigated.
It was found that bonding with 4N wire will have different bonding output compared to
2N in which aligning to its physical and mechanical properties. With the same wire
bonding parameter, it was observed that 2N bonded wire is harder to deformed, leading
to higher ball thickness and smaller ball size compared to 4N bonded wire. IMC
formation of 4N Au wire is higher compared to 2N, this shows that the higher wire
purity leads to easier intermetallic compound formation. With current development of
architecture design enable the stacked die configuration in the recent package. The
overhang stacked configuration creates a unique structure where there is no support
structure underneath the wire bonding die. This further complicates the wire bonding
process and its quality during wire bonding process. The study includes different
bonding force of 6, 16, and 26 g and different overhang distance of 150, 250 and 350
pum to evaluate the performance of wire bonding quality. During the evaluation of 26 g
force with 350 pm, it is found that die crack happened during the bonding. The quality
of wire bonding was determined by ball size, ball thickness, ball shear, wire pull, and
observation on the IMC coverage. The bonding strength is better with lower gold purity
and silver coated with gold wire able to achieve comparable quality of gold wire
bonding with several parameter optimization. It is also observed that the quality of wire
bonding on overhang architecture design influenced by the deflection that happened
during bonding. The higher the force (26 g) applied during bonding on overhang
structure (150-350 pm), the lower the quality of wire bonding. Similarly, the longer the
overhang distance (350 um), the lower the wire bonding quality. In addition, it is found
that the higher amplitude of deflection at certain bonding location, the lower the quality
of the wire bonding on that specific bonding location.
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BABI

PENDAHULUAN

1.1 PENGENALAN

Teknologi ikatan wayar merupakan salah satu teknik yang penting dalam pempakejan
elektronik. Ikatan wayar ini berfungsi untuk menghubungkan cip semikonduktor ke
substrat atau kerangka kaki (leadframe) menggunakan wayar logam yang halus
berdiameter sekitar 25 um (Wang et al. 2023). Ikatan wayar memberikan laluan elektrik
untuk kebolehfungsian elektronik yang mana ianya membolehkan isyarat bergerak
masuk dan keluar daripada cip. Ikatan wayar ini merupakan salah satu langkah penting
dalam penghasilan litar bersepadu (IC). Selain daripada memastikan sambungan
elektrik yang stabil, ikatan wayar haruslah kebolehharapan yang baik antara komponen
dalaman cip dan litar luar supaya komponen elektronik ini dapat berfungsi dalam suatu

jangka masa yang lama.

Ikatan wayar ini biasanya melibatkan penggunaan wayar logam yang halus,
yang biasanya diperbuat daripada emas (Au), aluminium (Al), atau kuprum (Cu)
(Huang et al. 2025; Li et. al. 2022; Zhang et al. 2022). Ikatan wayar ini menghubungkan
dai semikonduktor kepada substrat pakej elektronik. Dalam teknologi pakej elektronik,
ikatan wayar ini menjadi pilihan kerana kelebihannya dari segi kebolehharapan,
fleksibiliti, dan kos yang berpatutan. Tambahan pula, ikatan wayar ini dapat dilakukan

terutamanya untuk industri pembuatan elektronik dengan jumlah yang tinggi.

Terdapat tiga jenis teknik ikatan wayar yang utama iaitu ikatan termomampatan,

ikatan ultrasonik dan ikatan termosonik. Ikatan termomampatan menggabungkan haba



dan tekanan untuk mengikat wayar kepada pad. Ikatan ultrasonik merupakan ikatan
yang menggunakan tenaga ultrasonik untuk menghasilkan ikatan melalui getaran
frekuensi tinggi, biasanya tanpa memerlukan haba. Manakala, ikatan termosonik
merupakan kaedah ikatan wayar yang paling tipikal iaitu menggunakan kedua-dua haba
dan tenaga ultrasonik untuk mencapai ikatan. Setiap teknik ikatan wayar ini mempunyai
kelebihan masing-masing dan ianya tertakluk kepada aplikasi khusus bergantung

kepada bahan yang digunakan dan ciri prestasi yang diperlukan (Chen et al. 2023).

Proses pengikatan wayar ini memerlukan peralatan khas, seperti mesin ikatan
wayar, yang merupakan mesin yang mampu mengendalikan wayar halus dengan
kejituan tinggi. Mesin ini biasanya dilengkapi dengan alat kapilari atau alat baji yang
kan membentuk ikatan wayar serta menggunakan daya dan tenaga yang diperlukan
untuk menghasilkan ikatan. Pemilihan bahan wayar adalah sangat penting. Ikatan wayar
jenis Au menjadi pilihan kerana konduktiviti yang baik dan kemudahan untuk diikat.
Ikatan wayar jenis Al dan Cu dipilih kerana kos yang lebih rendah dan keperluan
aplikasi tertentu. Wayar Cu pula semakin popular disebabkan konduktiviti elektrik dan
terma yang tinggi, serta kos yang lebih rendah. Walaubagaimanapun, wayar Cu ini
memerlukan kawalan proses yang teliti bagi menangani masalah pengoksidaan dan
memastikan kebolehharapan ikatan. Penggunaan wayar perak adalah jarang dan
biasanya terhad kepada bentuk aloi tertentu untuk aplikasi khusus, bukannya pilihan
utama untuk ikatan wayar. Secara amnya, diameter wayar untuk pengikatan wayar
adalah sekitar julat daripada 15 pm hingga beberapa ratus mikrometer, bergantung pada
aplikasi.Justeru itu, banyak kajian dilakukan untuk memahami tentang bagaimana
bahan utama seperti Au, Al, dan Cu berprestasi di bawah tekanan mekanik dan terma.
Kesan jenis ikatan wayar yang berbeza, jenis-jenis proses pengikatan wayar serta
dengan reka bentuk pakej elektronik termasuk reka bentuk dai bertindan adalah sangat

penting untuk difahami dan diterokai (Cheng et al. 2023).

Walaubagaimanapun, pada masa kini, teknologi ikatan wayar berhadapan
dengan cabaran yang semakin ketara terutama untuk aplikasi pakej dai bertindan
(stacked die) dan seni bina kompleks. Susunan lapisan cip bertindan dan struktur
multidimensi ini akan meningkatkan risiko seperti kerosakan terma, mekanik, dan

elektrik. Ini disebabkan oleh tekanan ikatan wayar yang tidak sekata dan tidak stabil.



Maka, pemahaman terhadap prestasi ikatan wayar dalam pakej elektronik yang
mempunyai dai bertindan adalah sangat penting untuk menjamin struktur integriti
sambungan dan prestasi keseluruhan cip seiring dengan perkembangan pakej elektronik

yang semakin miniatur dan padat.

Ikatan wayar digunakan secara meluas dalam pelbagai aplikasi, dari produk
elektronik untuk pengguna biasa hinggalah kepada produk elektronik untuk industri
automotif dan aeroangkasa. Ini adalah disebabkan oleh kepelbagaian julat
kebolehharapan ikatan wayar. Seiring dengan kemajuan teknologi semikonduktor,
ikatan wayar juga sedang menyesuaikan diri dengan cabaran baharu, seperti
pengintegrasian lebih banyak fungsi pada satu dai, ketumpatan kuasa yang lebih tinggi,
dan keperluan untuk penyelesaian pempakejan yang lebih padat dan cekap. Seiring
dengan pengecilan produk elektronik seperti dalam teknologi baru seperti pic halus (fine
pitch), teknologi ikatan wayar dan penggunaan bahan baharu membuka jalan untuk

inovasi yang berterusan terutama untuk industri pembuatan pakej semikonduktor.

Dalam usaha memenuhi keperluan untuk fungsi yang lebih kompleks dan saiz
yang lebih kecil, pengenalan teknologi dai bertindan menjadi satu inovasi penting dalam
pempakejan elektronik. Teknologi ini melibatkan penyusunan beberapa lapisan dai
secara menegak dalam satu pakej yang sama, membolehkan peningkatan kepadatan
fungsi, pengurangan jarak isyarat, dan penjimatan ruang fizikal. Walaupun reka bentuk
dai bertindan ini dapat menawarkan kelebihan dari segi prestasi dan miniaturisasi, dai
bertindan juga menimbulkan cabaran reka bentuk dan pembuatan yang kompleks,
termasuk pengurusan haba, kekuatan mekanikal, serta keperluan sambungan elektrik
yang tepat dan tahan lasak antara lapisan-lapisan dai tersebut. Untuk menyambungkan
dai bertindan tersebut, ikatan wayar digunakan sebagai kaedah utama dalam
menghasilkan sambungan elektrik antara lapisan-lapisan dai yang bertindan. Justeru itu,
ikatan wayar untuk konfigurasi dai bertindan perlu disesuaikan contohnya seperti
geometri yang kompleks, termasuk lapisan dai yang berbilang, saiz dai yang berbeza,
dan susun atur pad ikatan yang rumit. Salah satu ciri utama yang sering ditemui dalam
pakej ini ialah struktur dai yang tergantung (overhang), di mana dai atas melangkaui
sebahagian tapak dai di bawah. Keadaan reka bentuk lapisan dai-dai ini membentuk

kawasan dai yang tergantung. Kawasan dai tergantung ini merupakan zon yang sensitif



secara mekanikal kerana ia mengalami tekanan tertumpu semasa proses ikatan wayar
dan kitaran haba operasi, sekali gus meningkatkan risiko kegagalan ikatan akibat

delaminasi atau retak.

Dari aspek yang lain pula, persekitaran mekanik yang kompleks pada struktur
dai tergantung memerlukan pemeriksaan yang lebih mendalam tentang bagaimana
pelbagai parameter reka bentuk seperti panjang, sudut, dan kedudukan tergantung juga
mempengaruhi kekuatan dan jangka hayat ikatan wayar. Tekanan mekanik yang terhasil
daripada proses pemasangan dan kitaran haba semasa operasi peranti boleh
menyebabkan kegagalan awal ikatan wayar. Oleh itu, pemahaman tentang hubungan
antara struktur dai dan integriti ikatan wayar adalah sangat penting untuk
mengoptimumkan reka bentuk pakej, meningkatkan hasil pembuatan, dan memastikan

kebolehharapan peranti elektronik untuk jangka masa panjang.

Penyelidikan berkaitan ikatan wayar dalam pakej dai bertindan dan dai
tergantung ini akan dapat mengisi jurang pengetahuan penting berkaitan dengan
cabaran bahan dan struktur dalam ikatan wayar untuk pakej semikonduktor dai
bertindan. Penemuan daripada kajian ini dijangka dapat memberi manfaat kepada pihak
industri pembuatan pakej elektronik dalam memilih bahan ikatan wayar yang
bersesuaian dengan aplikasi produk elektronik. Selain itu, hubungkait parameter reka
bentuk dai, proses ikatan wayar dapat difahami sekaligus dapat mengurangkan tekanan
mekanik yang berkaitan dengan struktur tergantung. Akhirnya, hasil kajian ini akan
menyumbang kepada peningkatan kebolehharapan, prestasi, dan jangka hayat terutama

bagi peranti semikonduktor termaju.

1.2 PERMASALAHAN KAJIAN

Teknologi ikatan wayar pada kini tertumpu kepada penggunaan ikatan wayar jenis Au
dan Cu, tertakluk kepada aplikasi produk elektronik. Walaubagaimanapun, ikatan wayar
jenis Au melibatkan kos yang tinggi manakala ikatan wayar Cu sangat terdedah kepada
kakisan. Seperti di Rajah 1.1, fluktuasi dan peningkatan berterusan harga Au sehingga

2025 telah memberi kesan yang ketara terhadap pemilihan bahan dalam proses



pengikatan wayar industri pempakejan semikonduktor. Kenaikan harga Au secara
berterusan telah mewujudkan cabaran kepada pengeluar untuk mengawal kos
pengeluaran sambil mengekalkan kebolehharapan dan hasil produk yang tinggi.
Pelbagai kajian telah meneliti dinamik harga Au menggunakan metodologi lanjutan. Liu
(2021) telah mengenal pasti hubung kait yang ketara antara harga Au dan faktor seperti
harga minyak, S&P 500, serta DXY, dengan dasar monetari Rizab Persekutuan
memainkan peranan yang penting. Hung (2024) berpendapat bahawa harga Au dijangka
mengekalkan trajektori kenaikan sehingga tahun 2025, walaupun pembetulan sederhana

dalam jangka pendek masih berkemungkinan berlaku.

Harga Emas 10 tahun dalam MYR/g

600

L
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Rajah 1.1 Harga Au 10 tahun dalam MYR/g.
Sumber: Bolden (2025)

Menurut laporan daripada laman sesawang (DataHorizzon Research 2024),
peningkatan harga Au telah mendorong syarikat semikonduktor untuk melaksanakan
langkah pengurangan kos melalui penggantian bahan dan pendekatan pengikatan hibrid.
Peralihan yang paling ketara ialah penggunaan wayar pengikatan Cu dan kuprum disalut
paladium (Cu-Pd) sebagai pengganti Au, kerana bahan ini menawarkan prestasi
pengikatan yang sebanding pada kos yang jauh lebih rendah. Tanaka Precious Metals

(2024) melaporkan bahawa wayar Cu-Pd menunjukkan ketahanan terhadap kakisan dan



kestabilan termo-mekanikal yang lebih baik, menjadikannya sesuai untuk aplikasi pic

halus dan frekuensi tinggi di samping mengurangkan kesan turun naik harga Au.

Trend ini sejajar dengan hubungan umum antara pergerakan harga komoditi dan
inovasi teknologi dalam bahan pempakejan. Ketika harga Au mencapai tahap tertinggi
dalam awal tahun 2020-an, pengeluar semikonduktor mempercepatkan penerapan
teknologi pengikatan berasaskan Cu bagi memastikan kelestarian ekonomi jangka
panjang (DataHorizzon Research 2024). Walaupun peralihan ini berlaku secara meluas,
wayar pengikatan Au masih mengekalkan peranannya dalam aplikasi berkeperluan
kebolehharapan tinggi seperti sektor automotif, aeroangkasa, dan sektor logik termaju
(advanced logic sector), di mana kebolehikatan terbaik dan ketahanan terhadap
pengoksidaan kekal sebagai faktor penting (Tanaka Precious Metals 2024). Namun
begitu, pengembangan berterusan teknologi pengikatan Cu dan Cu-Pd mencerminkan
perubahan struktur dalam pasaran wirebonding yang dipacu oleh peningkatan harga Au
serta usaha industri untuk mengoptimumkan prestasi dan kos. Oleh itu, pengaruh harga
Au tidak hanya terhad kepada nilai komoditi semata-mata, tetapi turut membentuk arah
inovasi bahan dan strategi pembuatan dalam pempakejan semikonduktor sepanjang dua

dekad yang lalu (DataHorizzon Research 2024).

Rajah 1.2 Peratusan penggunaan jenis wayar dalam industri pengikatan wayar.

Sumber: DataHorizzon Research (2024)



Walaupun wayar Cu lebih banyak digunakan di industri semikonduktor, namun
ianya tidak sesuai digunakan pada dai yang nipis dan sensatif kerana sifat fizikalnya
yang keras akan mengakibatkan kerosakan pada cip atau permukaan ikatan. Ag, bahan
yang lebih lembut, adalah calon yang baik untuk menggantikan Cu sebagai wayar ikatan

kos rendah alternatif (Lu 2013).

Banyak juga kajian dijalankan untuk mendapatkan ikatan wayar jenis Ag yang
dapat memberikan prestasi yang setara dengan ikatan wayar Au. Kajian ini menyelidiki
tentang kesan salutan Au pada wayar Ag terhadap prestasi pengikatan wayar. Walaupun
salutan Au diketahui dapat meningkatkan ketahanan terhadap kakisan dan
meningkatkan kualiti sambungan elektrik, impak spesifiknya dari segi kualiti ikatan
wayar termasuklah pembentukan liputan sebatian antara logam (IMC) dan kekuatan
mekanik bagi wayar Ag berdiameter 0.7 mil (17.78 um) masih kurang diterokai dan

belum dikaji dengan mendalam.

Ketulenan bahan memainkan peranan penting dalam menentukan sifat mekanik,
kestabilan sambungan, dan kekuatan ikatan wayar. Ketidakjelasan hubungan antara
tahap ketulenan wayar sebagai ikatan wayar merupakan cabaran dalam memahami
teknologi ikatan wayar dalam pempakejan elektronik. Walaupun tahap ketulenan
seperti 2N (99%), 3N (99.9%), dan 4N (99.99%) digunakan secara meluas, kesan tahap
ketulenan tersebut terhadap wayar Au berdiameter 0.7 mil (17.78 pm) secara khusus
masih kurang mendapat perhatian dalam kajian terdahulu. Kajian ini akan menyelidiki
kesan variasi ketulenan wayar Au terhadap kualiti pengikatan dan prestasi mekanik
ikatan wayar. Oleh itu, kajian ini bertujuan untuk menyelidik bagaimana variasi
ketulenan tersebut mempengaruhi kualiti pengikatan dan prestasi mekanik ikatan wayar
bagi meningkatkan pemahaman dan keberkesanan penggunaan wayar Au dalam

aplikasi pempakejan elektronik (Sesek & Makarovic, 2022).

Penggunaan pakej dai bertindan semakin penting dalam industri semikonduktor
untuk aplikasi berkepadatan tinggi dan berprestasi tinggi. Ciri utama reka bentuk ini
ialah struktur dai yang bertindan melibatkan lapisan dai-dai. Struktur dai semakin
kompleks apabila melibatkan lapisan dai yang disusun dalam bentuk tergantung.

Struktur ini membawa cabaran mekanik yang kritikal terhadap prestasi pengikatan



wayar. Hal ini adalah kerana tekanan dan pergerakan mikro pada kawasan ikatan wayar
boleh mengakibatkan kegagalan mekanik contohnya seperti berlakunya retak pada dai
yang seterusnya akan menyebabkan kehilangan sambungan elektrik. Tekanan mekanik
dan ketegangan ini semakin ketara terutama dalam konfigurasi bertindan yang padat,
yang boleh menjejaskan kebolehharapan dan ketahanan jangka panjang pakej
elektronik. Oleh itu, kajian ini bertujuan untuk memahami kesan struktur tiga jenis reka
bentuk dai tergantung terhadap prestasi pengikatan wayar dalam pakej dai bertindan
yang kompleks ini. [lmu dan pemahaman tentang prestasi ikatan wayar pada pakej dai
bertindan dan tergantung ini akan memberikan asas penting untuk memperbaiki
rekabentuk dan proses pembuatan pempakejan semikonduktor. Dengan mengetahui
secara tepat bagaimana tekanan mekanik, pergerakan mikro, serta variasi bahan ikatan
wayar dan struktur mempengaruhi kualiti dan kebolehharapan ikatan wayar, pihak
industri elektronik akan mendapat manfaat dalam mengoptimumkan bahan, teknik, dan
reka bentuk dai dan pakej elektronik bagi memanjangkan jangka hayat serta
meningkatkan prestasi produk elektronik berprestasi tinggi dan berkepadatan tinggi.
Ilmu pengetahuan dalam teknologi ikatan wayar ini juga akan menyokong
pembangunan teknologi pempakejan yang lebih cekap dari segi kos dan daya tahan,
sekaligus memperkukuh daya saing dalam pasaran semikonduktor global yang sentiasa

berubah dengan pesat.

1.3 OBJEKTIF KAJIAN

Kajian ini memberi fokus terhadap prestasi pengikatan wayar terhadap pakej dai
bertindan. Kajian ini menggariskan tiga objektif yang utama iaitu:
i.  Untuk mengkaji kesesuaian proses penyambungan wayar Ag bersalut Au
ii.  Untuk mengenalpasti prestasi ikatan wayar berasaskan ketulenan wayar emas
yang berbeza
iii.  Untuk menentusahkan kesan dimensi struktur dai tergantung terhadap prestasi

ikatan wayar dalam pakej dai bertindan



1.4 SKOP KAJIAN

Skop kajian terbahagi digariskan berdasarkan kepada 3 objektif kajian.

Skop kajian untuk mencapai objektif pertama:

i.

il.

iii.

iv.

Fokus kepada kesan salutan Au pada wayar Ag terhadap prestasi pengikatan
wayar dalam pakej dengan struktur dai bertindan.

Wayar perak bersalut emas (ACA) dengan diameter keseluruhan wayar
sebanyak 17.78 um.

Ujian prestasi dilaksanakan pada rekaan bentuk pakej sebenar tanpa struktur dai
tergantung.

Penilaian prestasi termasuk ujian tarikan wayar, ujian ricihan bola dan penilaian

liputan IMC.

Skop kajian bagi objektif kedua;

1.

il.

iil.

Fokus kepada kesan tahap ketulenan wayar emas terhadap prestasi pengikatan
wayar dalam pakej dai bertindan
Ketulenan wayar Au yang berbeza (99%, 99.9% dan 99.99%) dengan diameter
wayar yang sama iaitu 17.78 pum.
Penilaian prestasi termasuk ujian ricihan bola, ujian tarikan wayar, saiz bola,

ketebalan bola, dan liputan IMC.

Skop kajian bagi objektif ketiga;

1.

il.

iii.

iv.

Vi.

Fokus kepada kesan struktur dai tergantung (overhanging die structure) terhadap
prestasi pengikatan wayar.

Diameter wayar Au yang digunakan adalah 17.78 um dengan ketulenan 99%
Viarasi kepada jarak tergantung 150,250 dan 350 pm dengan ketebalan dai 31
pm.

Pengukuran tekanan mekanik pada pad Al melalui bacaan pesongan (deflection).
Pemerhatian kerosakan seperti retakan mikro menggunakan mikroskop optik.

Penilaian liputan IMC bagi menilai prestasi pengikatan wayar.
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1.5 ORGANISASI TESIS

Tesis ini disusun secara berurutan dari bab 1 hingga bab 5. Bab 1 menjelaskan tentang,
teknologi ikatan wayar semasa, objektif, skop penyelidikan, dan had dalam kajian ini.
Bab 2 mengandungi ulasan literatur yang menerangkan konsep asas kajian penyelidikan
ini. Ia juga merangkumi kajian-kajian terdahulu dengan analisis terperinci mengenai
skop projek. Bab 3 memperincikan metodologi kajian yang meliputi penyediaan sampel,
ujian yang dijalankan, pemerhatian, pengumpulan data, dan analisis yang dilakukan
untuk melengkapkan penyelidikan. Bab 4 akan mengandungi perbincangan dan
keputusan kajian. Perbincangan yang dikemukakan berdasarkan keputusan kajian
adalah berlandaskan objektif kajian. Pada bab terakhir, Bab 5, akan menyimpulkan
semua penemuan dan memberikan cadangan untuk kajian masa depan dalam topik yang

serupa. Rujukan disenaraikan di akhir tesis dan dirujuk sepanjang Bab 1 hingga Bab 4.
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